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MOTTO: DE LA ,,A VINDE CE SE PRODUCE LA A PRODUCE CE SE VINDE*

25 de ani de existentd industrialda implica
alaturarea ideii de viatd umand, de impli-
nire a idealurilor umane. Pe acest plan
ideatic, in ,,viata* LP.R.S.-ului se pot des-
prinde, cu caracter de similitudine, urma-
toarele virste privite prin prisma marketin-
gului :

@ copilaria 1962—1966

@® adolescenta 1966—1975

@ maturitatea din 1975,
Evident, granitele t ni atit

i std intre-

patrunderi si i

Intr-o  succi evocare Vol
si prezint un punct de ®e
racter personal, privi ar
virstelor I.P.R.S.-ulgi

1962—1966

Obiectivul general al I.P.R.S.-ului a fost,
in aceastd etapa, satisfacerea necesitatilor
de componente a intreprinderii mama —
Electronica.

Din acest obiectiv decurg si caracteristicile
etapei.

@® marketing zero = monopiata.

@ desfacere dirijata de ponderea aproape
de 1009/, a unui singur beneficiar.

® Paletd redusi de familii de componente
(rezistoare, condensatoare, tranzistoare cu
germaniu).

@ contact zero cu piata externa.

® ,cducatie industriald® imprimata de
parinti.

W TR o RIS T S S B

15 IUNIE 1987

——_

1966—1975 — ADOLESCENTA

Generatd de suportul industrial obiectiv

titativ si calitativ,

“in scoala
ii roméanesti®,
ului LP.R.S. sal-

a constientizarea po-

are activd, personald, la viata electro-
nicii.

Obiectivul general al L.P.R.S.-ului capata
valente mai ample si se defineste astfel:
satisfacerca in cel mai Inalt grad a nece-
sitatii de componente electronice active si
pasive a intregii industrii electronice si elec-
trotehnice din R.S.R. si patrunderea pe piata

internationald.




Caracteristicile adolescentei sint :

® definirea personalitdtii IL.P.R.S.-ului in
contextul economiei nationale si pozitiona-
rea fabricatiei in comparatie internationala.

@ aparitia, dezvoltarea si particularizarea
marketingului in piata de componente in-
terna si externa.

@ fundamentarea deciziilor de dezvoltare
ca directii si volume, pornind nu de la
sanchete de necesitdti ale potentialilor con-
sumatori® ci de la analiza viitoarelor nece-
sitati bazate pe structura de dezvoltare a
beneficiarilor trecute prin filtrul ockiului
si ereierului adolescentului. De multe ori
deeiziile I.P.R.S.—ului au avut si au validi-
tatea timpului chiar daci au fost intr-o
oarecare contradictie cu datele primare ale
»anchetelor de necesar®.

@ organizarea si dezvoltarea unei desfa-
ceri de la monobeneficiar la circa 11.000
beneficiari din economie, de la circa 6 fa-
milii de componente la 90, de la circa 3.000
sortotipodimensiuni la 14.000.

@ intrarea pe piata internationald cu de
la 09, pind la circa 7v/, din totalul fabri-
catiei, exportate in marea majoritate a ta-
rilor socialiste si in 5 tari capitaliste.

@® intrarea in schimbul international de
valori materiale si contacte stiintifice prin
aparitia posibilitidtilor de schimburi mate-
riale reciproce cu tirile socialiste si aparitia
si dezvoltarea de contacte regulate, in ca-
drul organizat al bilateralelor, cu majori-
tatea producdtorilor de componente din ta-
rile socialiste.

DIN 1975 — MATURITATEA

Cu bagajul cistigat in adolescenta si cu
forta constientizdrii posibilitdtii si capaci-
tatii am intrat in faza deplinei manifestari
a personalititii. Marketingul si desfacerea
ca interfatd cu sistemul economic isi defi-
neste complet atributul de reprezentare a
omului LP.R.S. Sintem cunoscuti gi apre-
ciati prin ce producem, prin ce desfacem,
prin cum desfacem, prin cum prevedem

necesitati viitoare.
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Obiectivul general al intreprinderii se
completeazd cu satisfacerea necesititii de
componente a majoritidtii programelor pro-
fesionale si prioritare.

Din aceastd completare ca si din saltul
ealitativ al celorialte fatete alé obiectivului
general al adolescentei decurg caracteristi-
cile maturitatii.

@® completarea personalitdtii de potential
tehnic si executiv cu personalitate de con-
tact si colaborare in stabilirea solutiilor
optime la beneficiar.

® aparitia si diversificarea tipurilor de
produse cu carcteristici superioare date de
programe prioritare, PG, TH, CNE, naval,
metrou, aviatie, R, IV, ete.

@ rezultat al ,,marketingului de domeniu*
ca ramurd superioard a .,marketingului de
lip* apare si capdtd pondere, pind la 18...
200/, din fabricatie, sectorul de aplicatii cu
dispozitive de putere.

@ cxportul capidta caracter de implemen-
tare ,,agresivd® in piatd manifestatd prin
depdsirea sumei acordurilor de lunga du-
ratd. Pietele cistigate sint analizate in per-
spectivd si dezvoltate pe interesul comple-
tarii capacititilor de productie.

YIITOEUL

Manifestarea maturitatii impune rezerve
in deflinirea exacti a viitorului. Vorbind
insd despre marketing al carui scop este
definirea viitorului industrial putem pro-
pune o schitd de viitor.

® atingera a 500/, din fabricatie destinat
exportului.

® pastrarea caracterului general de com-
ponente discrete ca segment de piata.

® dezvoltarea compartimentelor cu profil
de productie de componentisticd montata,
in special de putere.

Si ca o dorintd, in final, si schimbam
motto-ul de la ,a produce ce se vinde* la

»a sti ce se va vinde®.

MIHATI PETRESCU




DUPA 25 DE ANI DE ACUMULARI TEHNOLOGICE,
0 MOBILIZARE SPRE OBIECTIVELE REVOLUTIEI
ELECTRONIZARII .

Prin dezvoltarea tehnologiilor componen-
telor electronice s-au realizat in Platforma
Baneasa capacitati de cercetare si productie
in 10 unitafi tehnologice conduse de specia-
listi absolventi din circa 30 de serii ale
scolilor superioare si medii din Roménia ;
acesti specialisti au executat lucrdri cumu-
lative care fundamenteazd noile tehnologii
ale componentelor moderne.

Dezvoltarea tehnologiilor incepind cu anul
1962 a avut 4 etape ale progresului tehnico-
economic : — (1) etapa tehnologiilor de pre-
lucrare a Germaniului, a Ceramicii cilin-
drice si a Foliilor dielectrice, — (2) etapa
tehnologiilor de prelucrare planara a Sili-
ciului pe suprafete mici cu densitdti mici,
— (3) etapa tehnologiilor de prelucrare a
Siliciului pe suprafete mari, cu densitati mari
(circuitele integrate) si etapa actuald, — (4)
etapa asimildrii rapide a circuitelor integrate
sau a modulelor monolitice comandate de
beneficiari, pentru electronizarea produselor
profesionale sau de larg consum, in scopul
asigurdrii competitivitatii acestora.

Majoritatea problemelor fundamentale ale
electronizarii produselor celor 3 industrii
constructoare de masini, cum sint: — (1)
cresterea vitezei de functionare a echipa-
mentelor electronice, — (2) reducerea di-
mensiunilor, — (3) reducerea consumului de
energie, — (4) cresterea fiabilitatii si — (D)
cresterea eficientei economice a productiilor
de echipamente electronice (productivitatea
muncii, consumurile specifice de materiale
si de energie electrici si viteza de circulatie
a mijloacelor financiare), aceste probleme
se deplaseazd in domeniul componentelor
electronice ca probleme tehnico-stiintifice :

- (1) ale cresterii frecventelor si puterilor
de functionare — (2) ale asiguririi fiabili-
tatii, — (3) ale reducerii costurilor, — (4)
ale cresterii densitdtii de volum a elemen-
telor functionale si — (5) ale tipiz&rilor si
modeldrilor matematice ale proceselor de
prelucrare chimicd, metalurgici, mecanici
si informationald, din tehnologiile compo-
nentelor electronice,

Din cele 10 unitati tehnologice ale Platfor-
mei Béaneasa, Centrul de cercetiri (I.C.C.E.)
cuprinzind 3 unititi (cercetarea si proiecta-
rea de componente active, productia pilot
de componente active si productia de uti-
laje tehnologice) participd la progresul teh-
nologic in domeniul componentelor electro-
nice prin orientdrile prezentate mai jos,

3

hotéarite de Consiliul stiintific pe baza | Pro-
gramului special al dezvoltarii componente-
lor eleclronice pina in 2000%.

(I) — Dezvoltarea proiectirii si a tehno-
logiilor tipizate ale ,circuitelor integrate
executate la comanda utilizatoritor, la nive-
lul  densitatilor VLSI si al frecventelor
ultrainalte, cu structuri atit monolitice cit
si hibride ; in anul 1987 nivelul tehnologic
al acestui domeniu este reprezentat de teh-
nologiile : MONOCIP (pentru circuitele ana-
logice cu densitate medie de 470 compo-
nente/structura, cu suprafete de Siliciu de
3,1 2,5 mm si cu frecvente de semnal de
60 MIIz), LOGACIP (pentru circuitele logice
cu densitate medie de 500 porti/structurd,
frecventd de luecru 10 MHz, intirzieri de
15 nsec/poarta si cu suprafete de Siliciu
de 34 mm), MICROPLAN (pentru circuite
de telecomunicatii functionale in Banda X)
si SAMTEC (pentru module electronice des-
tinate prelucrarii semnalelor analogice si
digitale).

(I) — Valoerificarea experientei acumu-
late in stabilizarea unor procese tehnologice,
prin proiectarea si fabricarca de utilaje
tehnologice destinate exportului in cadrul
Conventiei de specializare a tirilor membre
ale CAER ; in anul 1987 nivelul tehnic al
acestui domeniu este reprezentat de utilaje
omologate cu parteneri din tarile CAER,
pentru testarea automatid a amplificatoa-
relor operationale (curenti de offset —
20 pA...1 mA, tensiune de offset —
2pV...2mV si RIC — 36...100 dB), pen-
tru camere curate (desprafuire — clasg 100,
temperaturd 22-1°C, umiditate 500/,--50/,
zgomot 60 dB) si utilaje pentru prelucrarea
plachetelor de Siliciu (diametre pind la
125 mm, precizia grosimilor =10 gm, den-
sitatea defectelor 500/cim-).

(III) — Dezvoltarea cercetarilor de asigu-
rarea calitdtii componentelor electronice,
corespunzétoare standardelor profesionale si
metodelor moderne de incercéri (mai corecte,
mai rapide si utilizabile in procesele de
fiabilitate). In anul 1987 nivelul tehnologic
al acestui domeniu este caracterizal de ur-
matoarele rezultate ; (1) prelucrarea datelor
de fiabilitate, folosind ,,distributia Weibull®
pentru determinarea A = f(t) si folosind
mwdistributia lognormald“ pentru analiza fe-
nomenelor fizice si chimice de defectare ;
(2) utilizarea metodicii SERF in incercirile
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accelerate pentru realizarea controlului in
timp real al fiabilitatii loturilor ; (3) clabo-
rarea metodelor de analizi microfizicd a
materialelor si a structurilor semiconduc-
toare pentru identificarea mésurilor de im-
bunititire a tehnologiei si a controlului de
calitate (microscopia electronica prin trans-
misie permite analiza defectelor cristalogra-
fice din materialul semiconductor cu o rezo-
lutie de ordinul A, stabilind natura defec-
tului, modul sdu de nucleatie, modul de
miscare, modul de crestere si eventual de
anihilare).

(IV) — Dezvoltarea cercetdrilor funda-
mentale de actualitate pe plan mondial, a
realizarilor I.C.C.E. recunosguie ca avansate
si interesante in colaborarile internationale
cam sint : (1) lucrdrile in speciroscopia de
fluctuatii (cu rezultate ce candideazd la pre-
miul din anul 1985 al Academici R.S.R.
pentru fizicd si stiinte tehnice), (2) in mo-
delarea matematica a proceselor tehnologice,
{3) in modelareca matematici a dispozitivelor
si circuitelor integrate, (4) in interactiunea
radiatiilor ionizante cu materialele si dispo-
zitivele semiconductoare, etc.

(V) — Mentinerea nivelului competitiv
al tehnologiei micrelitografice pentru fabri-
catia maéstilor ; in anul 1987 nivelul tehno-
logic este caracterizat de madstile eu latura
de 100 mm, cu arii ale structurilor de
4% 4 mm, cu linii groase de 1 gm 81 pre-
cizii de 10,1 #m.

(VI) — Dezvoltarea sortimentului com-
ponentelor optoelectronice pe directia detec-
toarelor, cuploarelor si traductoarelor cu se-
miconductoare ; in anul 1987 nivelul tehno-
logic in acest domeniu este reprezentat de
urmatoarele produse : fotodiode rapide si
ultrarapide de tip PIN si ecu avalansad, cu
timp de rdspuns mai mic decit 1 nsec si
factor de multiplicare M =+ 200; celule
solare cu eficientd de conversie ridicata —
n — 16,20/ ; fototiristoare comandate la ni-
vele de iluminare sub 150 1x; fotoiriggore
cavabile g4 pund in evidentd nivele de ilu-
minare sub 4 ...6 lx; diode electroluminis-~
cente cu emisie in spectrul vizibil si infra-
rosy cu intensitdti luminoase de peste 40
med si respectiv 10 mW/sr.

(VII) — Dezvoltarea capacitatii de carac-
terizare si de productie pentru materialele
primare si auxiliare folosite in tehnologiile
componentelor electronice; intre  anii
1978—1985 s-an redus importuri in DC pen-
tra T.P.R.S. BANEASA de circa 175.000 %
pe an prin livrari ale I.C.C.E. de solutii de
aurire, developanti, surse de dopare $i solu-
tii de indiere, pe care le vom livra si la
export in cadrul Conventiei de specializare
a tarilor membre ale CAER.
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Rezultatele anuale ale lucrarilor de cer-
cetare si de inginerie tehnologica, ale celor
10 unitati din Platforma Béaneasa se pre-
zinta spre valorificare prin Conferinta
Anuald de Semiconductoare (CAS), pe care
in anul 1987 I.C.C.E. o organizeaga jubiliar
sub presedentia de onoare a prof. Mihai
Draganescu.

Participind la dezvoltarea Platformei Ba-
neasa prin orientarea resurselor financiare,
prin pregatirea superioara a specialistilor si
prin conducerea directd din anii 1968—1970
a cercetirii de componente cu Siliciu, prof.
Mihai Draginescu plaseazd cei 25 de ani de
progres tehnologic din Platforma Béaneasa
in ,a treia perioada a dezvoltarii electro-
nicii in RoméAnia (1960-—1990) — etapa in-
dustriei electronice constituita intr-o struc-
turd echilibratd prin hotérirea de partid
din anul 1967%; in prezent se fundamen-
teazd dezvoltarea industriei de componente
microelectronice pentru asigurarea compo-
acitelor necesare electronizarii tuturor do-
meniilor vietii economice si sociale, si pen-
tru asigurarea competitivizarii produselor
romanesti in schimburile comerciale mon-
diale —— ,,perioada a patra a dezvoltdrii
clectronicii in Roménia (1990—2020)%.

Perspectiva ,microelectronii globale® ca
solutie a asigurarii eficiente a necesarului
de componente electronice, atentioneaza asu-
pra urgentarii urmitoarelor schimbéri in
strategia si tactica dezvoltdrii capacitatilor
de cercetare si productie pentru componen-
tele electronice :

1. Ridicarea importantei politice a pro-
aramlui de dezveltare a componentelor mi-
croelectronice pentrm a deveni ,,program
complex de electronizare a economiei
RESRA

2. Dezvoltarea cooperdrilor internationale
din domeniul industriei electronice, asigu-
rind industria electronici a R.S.R. la actiu-
nile statelor dezvoltate de inhibare a pro-
gresului tehnologic.

3. Perfectionarea sistemului de cooperiri
interne cu alte industrii, pentru asigurarea
capacitatilor de productie si de proiectare
la utilajele tehnologice speciale, angajate
prin specializarea internationala.

4. Dezvoltarea cu promptitudine a capa-
citidtilor de conceptie si productie de com-
ponente electronice.

5. Mobilizarea stiintificd a specialistilor
din Platforma Béaneasa si din scolile supe-
rioare, pentru asigurarea matematizarii pro-
ceselor tehnologice la care R.S.R. coordo-
neazd pe plan international specializarea in
productia de utilaje tehnologice pentru mi-
croelectronica.

IOAN BATRINA




CALITATEA — ELEMENT DETERMINANT IN FABRICATIA
DE COMPONENTE ELECTRONICE

Rolul pe care il detine calitatea in pre-
zent se explicd nu numai prin faptul ca ea
a devenit un factor major In concurenta
de pe piata externd, ci si datoritd motivu-
lui ed notiunea de calitate s-a modificat.
Dacid in urmi cu citiva ani calitatea era
similard cu conformitatea practicata pe lo-
turi de produse cu nivele AQL (Acceptance
Quality Level) de 1,5, astazi notiunea de
lot este in curs de disparitie iar nivelul AQL
s-a imbunatatit cu un ordin de marime.

Cind se vorbeste de calitate se infclege
de obicel si siguranta in functionare a pro-
duselor, excluderea posibilitatii de efecte
daunitoare sanatdfii omului, protectia me-
diului inconjurdtor, satisfacerea unor speci-
ficatii recunoscute in intreaga lume. Ima-
ginea beneficiarului asupra calitdtii produ-
selor se formeazd nu numai sub influenta
parametrilor obiectivi ai calitatii, dar si sub
influenta pretului de cost. De aceea, notiu-
nea privind calitatea produselor s-a extins
astdzi si asupra unor aspecte cum sint con-
sumul de materii prime si energie.

Imaginea utilizatorilor de semiconductoare
si componente electronice pasive se for-
meazd prin prisma aplicatiilor in care se
utilizeaza aceste componente electronice. A-
paratele electronice si, implicit, componen-
tele constituente pot fi utilizate in diverse
conditii. De exemplu, un aparat poate fi
exploatat pe sol, pe o nava sau pe un
avion. Definirea conditiilor de lucru im-
plicd stabilirea unor cerinte suplimentare
cirora componentele electronice trebuie sa
le corespunda. Asupra lor se efectueazd nu-
merpase teste si se impun proceduri supli-
mentare de selectie. Tn cursul procedurilor
de selectie se evalueazi capabilitatea com-
ponentei de a functiona pe parcursul apli-
carii diferitelor solicitari existente in me-
diul in care componenta va fi folosita.

Componentele produse in cadrul diferi-
telor programe speciale de selectie rezistd
in conditii diferite de mediu : altitudine,
mediu salin, temperaturi ridicate sau foarte
scazute, fiind astfel apropiate de nivelul ca-
litativ cerut de MIL-STD 883 sau MIL-STD
19500.

Solicitarile maxime intilnite In progra-
mele speciale sint :

® etanseitate verificatd la presiunea de
maximum 6 atm ;

@ vibratii, frecventd variabild : 2000 Hz,
20hg

acceleratie constanta : 20.000 g ;

socuri mecanice : 1500 g ;

temperaturda maxima : 200°C ;
temperaturd minima : —65°C ;
umiditate relativd maximad la 40°C:

2O00®0

930 0

De-a lungul timpului ponderea progra-
melor speciale a crescut semnificativ. Se
poate observa din diagrama cd, in ultimii
ani, nu a crescut doar numarul componen-
telor livrate in programe speciale, ¢i si nu-
marul si complexitatea acestora, ajungin-
du-se de la cele 2 programe initiale la 9 pro-
grame diferite.

In cei'25 de ani de activitate, LP.R.S.
BANEASA a produs sute de milicane de
componente. Nu existd practic produs al
industriei electronice roméanesti care sd nu
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cont{ind componente marcate cu simbolul
intreprinderii noastre ,,B%. In toatd aceasta
perioadd, colectivul intreprinderii intele-
gind rolul care ii revenea in programul de
construire si consolidare a electronicii, ca
element important in structura moderna a
industriei romanesti, a pus la baza infregii
sale activitati ideea fertild a calitatii mun-
cii, a calitidtii componentelor eclectronice.

ANTON MIRSANU
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Circuite integrate

CIRCUITE INTEGRATE LINIARE BIFET

1, CE ADUCE NOU TEHNOLOGIA BIFET IN
DOMENIUL C.I. LINIARE ?

BIFET, proces mixt, bipolar si cu tran-
zistoare JFET implantate ionic a extins li-
mita performantelor realizabile pentru C.I.
liniare monolitice. Pentru un circuit liniar
standard, cum este amplificatorul operatio-
nal, aceastd tehnologie imbunatateste majo-
ritatea parametrilor electrici cu cel putin
un ordin de marime fati de realizarile mo-
nolitice conventionale. Limitarca majora a
amplificatoarelor operationale monolitice bi-
polare este datd de necesitatea utilizarii,
pentru translatarca nivelelor de curent con-
rinuu, a tranzistorului pnp lateral, dispezitiv
lent, ce limiteaza raspunsul global in free-
ventda. Un alt neajuns, dar mai putin pro-
hibitiv, este legat de compromisul ce tre-
buie realizat Intre rdspunsul in frecventa
foarte bun al tranzistorului npn la curenti
de colector relativ mari si curentul de po-
larizare la intrare, dat de curentul de bazi.
Indiferent de artificiul de circuit utilizat,
nu pot fi ameliorati simultan decit putini
parametri functionali; astfel amplificatoa-
toarele operationale super [, tip 108, opti-
mizeazd caracteristicile de precizie in cu-
rent continuu, pe cind amplificatoarele uti-
lizind tehnica de compensare ,cuplaj-ina-
inte“, tip 118, optimizeaza caracteristicile
de curent alternativ — banda de frecventa
la cistig unitar si viteza de variatie a sem-
nalului la iesire (,slew-rate* = SR). Un
salt de performanti poate fi obtinut prin
inlocuirea tranzistorului pnp lateral cu un
dispozitiv rapid, fard a sacrifica insa capa-
bilitatea de tinere in tensiune. Tranzistorul
JI'ET cu canal p realizat cu o secventa de
implantari ionice, inclusd intr-un proces de
C.I. liniar botezat cu acronimul BIFET —
= Bipolar + JFET este un dispozitiv adec-
vat scopului propus. Pe lingd raspunsul bun
in freeventd, tranzistorul JFET oferd in
mod inerent un curent de poarti extrem de
scazul imbunitatind impedanta de intrare
cit trei ordine de mérime fatd de wvarian-
tele exclusiv bipolare. Se not obtine astfel
amplificatoare operationale avind caracte-

ristici excelente de curent confinuu si cu-
rent alternativ, simultan cu timp de stabi-
lire scurt si zgomot redus.

Desi cazul amplificatorului operational
monolitic a fost examinat ca exemplu ilus-
trativ, tehnologia BIFET permite realizarea
unei mari varietdti de blocuri constructive
analogice standard. Ca element de circuit,

02 Dy
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tranzistorul JFET implantat ionic face po-
sibild atit ameliorarea performantelor C.I.
analogice, asa cum s-a ardtat mai sus, cit
si implementarea unor noi functii prin uti-
lizarca in scheme specifice : comutator ana-
logic, sursa de curent cu doua terminale,
repetor de curent continuu, rezistor contro-
lat in tensiune, ete.

Tinind seama de importanta domeniului,
la sectia de circuite integrate a fost initiat
un program de cercetare/dezvoltare refe-
ritor la structurile de dispozitiv, procesele
tehnologice si tehnicile de circuit necesare
pentru implementarea unei largi familii de
C.I. BIFET. In continuare se vor prezenta
citeva din rezultatele obtinute.

2. DISPOZITIV JFET COMPATIBIL CU TEH-
NOLOGIA BIPOLARA STANDARD.

Incercérile de datd mai veche de a obtine
un tranzistor JFET compatibil cu procesul
standard pentru C.I. bipolare, utilizind drept
canal al dispozitivului zona activd a bazei
unui tranzistor npn, ingustati intr-o etapa
suplimentard de difuzie termici, s-au soldat
cu un succes limitat. Aceasta deoarece ten-
siunea de taiere, V,, a unui JFET este difi-
cil de controlat cu procedeul traditional al
difuziei termice, iar precizia de imperechere
a dispozitivelor este redusd ; ca o reflectare
a acestui fapt, un amplificator operational
timpuriu ce utilizeazi la intrare tranzistoare
JFET difuzate, cum este tipul 740, are o
specificatie tipica referitoare la tensiunea de
decalaj la intrare, Vye. de 50 mV, asociatd
cu o deriva termica, TC Vps,de 50 @V/°C,
valori ce atestd un grad redus de perfor-
manta. In plus, tranzistoarele JFET obtinute
prin difuzie in cadrul unui proces bineolar
standard au capabilitate redusd de tinere
in tensiune, BV;ry == 7 V, ceca ce impune
folosirea unor scheme de circuit complexe
care sd asigure operarea acestor dispozitive
la tensiuni reduse si limiteazi aria lor de
utilitate doar la etaje de intrare. Dificul-
tatile mentionate pot fi depdsite dacad se
renunta la structura difuzati si se face apel
la posibilitdtile unice oferite de tehnica im-
plantirii ionice — metoda de impurificare
selectiva alternativa difuziei termice — pri-
vind realizarea unor nivele reduse de dopare
cu un inalt grad de control asupra canti-
tatii si pozitiei ionilor de impuritate intro-
dusi in reteaua cristalind a siliciului.



Circuite integrale

- Alaturat este schitatd o sectiune transver-
sald printr-un dispozitiv bipolar standard
(tranzistor npn) si o structurd de JFET
dublu implantat. Canalul ingropat, slab do-
pat de tip p, este obtinut printr-o implan-
tare cu bor de energie relativ inalti. Ca-
nalul este incadrat de doud porti, una la
partea inferioard, constituitd de stratul epi-
taxial si cealalty la partea superioard, ob-
tinutd printr-o implantare superficiala cu
fosfor sau arsen. Poarta superioara contri-
buie la reducerea tensiunii de taiere, V,,
si eliming, prin efectul de ecran electrosta-
tic, influenta sarcinii ionice din Si0O; si a
sarcinii fixe de la interfata Si/Si0O, asupra
sarcinii mobile din canal. Difuzia pentru
baza standard serveste si la realizarea con-
tactelor de sursid si drend. O difuzie n
de emitor scurteircuiteazi poarta superioara
Ia cea inferivard si asigurd realizarea unui
contact ohmic cu electrodul de aluminiu.

Microfotografia alaturatd prezintd un tran-
zistor JFET tipic, realizat cu un proces
BIFET, la care pot fi vdzute particulari-
titile de geometrie superficiald (,lay-out®).
Se utilizeazd mai multe canale legate in
paralel pentru a creste raportul intre lati-
mea si lungimea canalului, Z/L, in condi-
tiile unei amplasiri eficiente pe suprafata
siliciului si obtinerii unei valori reduse pen-
tru rezistenta serie a portii.

Consideram ci este interesant de men-
tionat ci pentru analiza si optimizarea dis-
pozitivului JFET a fost elaborat un model
teoretic care a servit ca bazd pentru pro-
iectarea asistata de calculator.

3. CIRCUITE INTEGRATE BIFET

Au fost implementate si se afla deja in
productie de serie doua C.I. reprezentative
pentru familia BIFET : un amplificator ope-
rational de mare performantd, echivalent
standardului industrial LF 356 si o arie
cvadrupli de comutatoare analogice, echi-
valentd standardului industrial LF 13331.
In continuare se face o scurtd descriere a
celor doud circuite si a caracteristicilor elec-
trice pe care acestea le ofera; in partea a
doua a acestui articol se va prezenta o colec-
tie de aplicatii specifice impreund cu unele
precautii care trebuie respectate pentru a
putea beneficia integral de performantele
superioare ale acestor dispozitive.

Amplificatorul operational BLI 356.

Prin utilizarea unui etaj de intrare cu
tranzistoare JFET cu canal p ca substitut
pentru tranzistorul pnp lateral din schemele
conventionale, rezultd un dublu avantaj de
viteza : .
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Sectiune transversald prin doud structuri
integrate compatibile : tranziator npn si

JFET DUBLU implantat

Microfotografia tranzistorului JEET

@ translatarea nivelului de curent conti-
nuu este efectuatd fard limitarea benzii de
frecventa ;

® viteza maxima de crestere a semna-
Iului la icsire, SR, cste sporitda datoriti unui
raport redus g,, /I; = 2 pentru dispoziti-
vele cu efect de cimp in comparatie cu dis-
pozitivele bipolare g,. /Iy = /KT = 40.

Prin utilizarca sarcinilor active realizate
cu surse de curent. JFET, in locul celor cu
tranzistoare bipolare, in amplificatorul ope-
rational cu doud etaje de amplificare, se
pot obtine perfomante de zgomot redus, ten-
siune de decalaj la intrare si derivd termica
a acesteia reduse, fara nici un compromis asu-
pra amplificirii in tensiune ; prin utilizarea
la intrare a unor dispozitive multicanal de
arie mare, curentul de polarizare la intrare
este sacrificat cu un ordin de méirime, dar
in schimb se amelioareaza caracteristicile
de imperechere, reflectate printr-o tensiune
de decalaj si derivd termicd cu valori tipice
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Circuite integrate

comparabile sau mai bune decit cele cores-
punzidtoare amplificatoarelor bipolare de uz
general.

Limitarea benzii de frecventda in ctajul
al doilea este minimizata folosind un cir-
cuit diferential cu compensare de frecventa
asimetricd, in locul schemei conventionale
de conversie simetric-asimetric. O particu-
laritate interesantd a schemei o constituie
faptul ca refeaua de reactie de mod comun
de la sarcinile active JFET, Jyy si Jy la
sursa comuna a dispozitivelor de intrare,
Ji si Jy, care in curent continuu fixeazd
curentii de polarizare ai etajului de intrare,
in curent alternativ, datoritd compensarii de
frecventa asimetrice, contribuie la dublarea
transconductantei efective a etajului de in-
trare ; aceasta inseamna dublarea amplifi-
carii, conversie simetric-nesimetric la frec-
vente inalte.

Pentru ajustarea externd a tensiunii de
decalaj la intrare se utilizeaza un ponten-
tiometru conectat intre sursele tranzistoa-
relor JFET, J; si Jg si care are cursorul
legat la tensiunea pozitiva de alimentare, V"
Aceastda modalitate, in raport cu alte va-
riante, prezintd avantajul cd ajustarea are
o contributie redusid la degradarea derivei
termice a tensiunii de decalaj, tipic
< 1 ¢V/°C pentru fiecare mV de ajustaj.

Microfotografia amplificatorului operational
BLF 356

Etajul de iesire, cvasicomplementar in
clasa AB, izoleazd sarcina de nodul de am-
plificare, de mare impedantd, al etajului
intermediar. O particularitate unica o con-
stituie posibilitatea de a realiza un dispo-
zitiv compus JFET — npn (J;—Qyq, 1) dt
banda largd, care si inlocuiascd tranzistorul
pnp de subsirat din etajele de iesire con-
ventionale, in clasa AB, ale amplificatoa-
relor operationale bipolare, rezolvind pro-
blema degradérii fazei si deci a instabili-
tatii cu sarcini capacitive mari la iesire.
Astfel, aspect important de retinut de citre
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Amplificatorul operational BLF 356
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ulilizatori, spre deosebire de amplificatoarele
operationale bipolare, cum este popularul
741, a caror stabilitate este afectatd de
sarcini capacitive mai mari de 200—300 pF,
amplificatoarele operationale BIFET tip 356
pot comanda. direct in iesire, fara a fi nece-
sard utilizarea unei scheme de decuplare,
sarcini capacitive de pini la 10 nF!

Citeva dintre performantele remarcabile
ale amplificatorului BLF 356 sint rezu-
mate in tabelul alaturat. Dimensiunile cipu-
lui sint 2% 1,3 mm2
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Schema electricd a unuia dintre comutatoa-
rele circuitului BLF 13331

D3

~Vee

Aria evadrupla de comutatoare analogice
BLF 133331.

Pentru aplicatii de semnal mare, comu-
tatoarele analogice realizate cu tranzistoare
JFET trebuie utilizate in conjunctie cu cir-
cuite complexe, bipolare sau MOS, pentru
a furniza functiile necesare de interfatare
si comandd. De aceca, comutatoarele cu
iranzistoare JFET erau realizate traditional
in formd modulard sau hibridd, utilizind
cel putin doud cipuri monolitice. Alterna-
tiva concurentd, comutatoarele cu tranzis-
toare MOSFET, permite integrarea pe un
singur cip dar prezinti dezavantajul modu-
larii  rezistentei comutatorului in starea
,deschis® de catre valoarea tensiunii analo-
gice de intrare, precum si al necesitédtii unor
precautii stricte de manipulare si utilizare

pentru a preveni defectarea catastrofica da-

BLF 356 Caracteristici clectrice T4 = 25°V, Vg = 415 V

Parametrul Simbol Vt‘l’gi’;‘;‘ UM
Curentul de polarizare la intrare Is ) 30 PA
Curentul de decalaj la intrare Los 3 PA
Tensiunea de decalaj la intrare Vos 3 mV
Deriva termicd a tensiunii de decalaj TC Vs 5 pv/eC
Rezistenta de intrare Ry, 1p*2 : Q
Amplificarea de semnal mare
(Vo =310V, R;— 2K Q) Ay 200 V/mV
Rejectia tensiunii de mod comun CMRR 100 dB
Rejectia tensiunilor de alimentare PSRR 100 dB
Curentul de alimentare Ig 5 mA
Produsul amplificare-banda GBW 5 MHz
Viteza maxima de variatie a semnalului
la iesire SR 12 V/is
Timpul de stabilire 1a 0,01t/ t; 155 i s
Tensiunea de zgomot la intrare
(f =1 KHz) (o 12 nV/ Viz
Curentul de zgomot la intrare
=1 KHz) g 10 fA/VHz
9 15/BETA




Circuite integrate

toritd strdpungerii ireversibile a oxidului
subtire al tranzistoarelor MOSFET. Utili-
zind tehnologia BIFET, ambele functiuni —
comutatorul JFET si schema de comanda
— pot fi integrate monolitic pe un singur
cip, cu beneficiul performantei inalte la
pret scizut. Figura aldturatd prezinti sche-
ma electricd a uneia din cele patru sectiuni
independente a arviei de comutatoare ana-
logice BLF 13331. Un eclement esential in-
corporat in schemi il constituie circuitul
rapid regulator al 1'ezis'tent.e'1 in starea
ndeschis®, Acest circuit asigurd menfincrea
unei tensiuni grila-sursd, Vgsy constanti si
apropiatd de zero pentru tranzistorul JFET
comutator (Js), ceca ce pastreaza rezistenta
initiald a canalului, r psrn), aproximativ
constantd, limitind variatia la mai putin de
20/, pe intregul domeniu de 410 V al sem-
nalului analogic de intrare. In plus incar-
carea produsd de citre circuitul regulator
asupra caii de semnal este aproape nula.
Functionarea circuitului poate fi infeleasa
observind ca oglinda de curent D;—Q; for-
teazd curentul prin tranzistorul J, si dioda
D, si fie egal cu jumadtate din curentul de
saturatie al tranzistorului Jg, Ipsss. Jg St
J,; au rapoartele de aspect geometric, (Z/L),
astfel alese, incit tensiunea grild-sursd a lui
Jy, Vgsg, s fie aproximativ egald cu ten-

siunea de deschiderc a unei diode compen-

satoare, Vp, din calea de translatare a ni-
velului de tensiune pentru poarta lui Js:
Ves = Vps — Vps — Vpg + Vs 2= 0.
Schema completd mai cuprindessi circuitul
de comandd, cu intrare compatibild TTL,
care permite deschiderea sau blocarea co-
mutatorului. Circuitul mai prevede in plus
facilitatea unei intriari de wvalidare. O arie
cvadrupld de astfel de comutatoare a fost
integratd monolitic pe un cip cu dimensiu-
nile 2% 2 mm?2 a cirui microfotografie este
prezentatid in continuare. Performantele e-
lectrice tipice, pe sectiune, sint rezumate in
tabelul aldturat.

GHEORGHE BALABAN

Microfotografia circuitului BLF 13331

BLF 13331 Caracteristici electrice T4, = 25°C, Vg = 4-15 V

Parametrul Simbol prs UM
Rezistenta comutatorului deschis Tonn 150 Q
Timpul de deschideie ton 250 ns
Timpul de blocare Lors 90 ns
Viteza maxima de variatie a tensiunii
pe calea de semnal 50 V/is

i5/BETA
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Realizarea unui tranzistor Darlington de
putere si comutatie, destinat special cir=
cuitelor de aprindere electronicd din auto-
mobile, a devenit posibild odatd cu intro-
ducerea in fabricatie a tranzistoarelor de
putere si inaltd tensiune.

Principalele cerinte pe care trebuie sa le
indeplineascd un astfel de tranzistor sint :

® sustinerea unei energii mari (minim
200 mJ) pe timpul comutirii ;

@ blocarea unor tensiunii de peste 400 V ;

® factor de amplificare mare la tensiuni
de alimentare mici (simulind descarcarea

)N PENTRU APRINDEREA
OBILE, BU 930, 931, 932

Sectiune prin structura tranzistorului BU 930

12w

bateriei sau scidderea temperaturii) ; 3% pLan "k o829
@ functionarea in gami extinsd de tem-
peraturd uzual cuprinsi intre —40°C si (e s i) =
100°C ; i T o2
£30v
@ capabilitate de a suporta inversarga o whoor
accidentald a alimentarii de la baterie (du- : j]
rata unei astfel de incercari poate ajunge -
la 5 minute). Formator de impulsuri
BU 930 BU 931 BU 9232
Vees (1 mA) 400 V 450 V 500 V
Veeo ¢sus) (L00 mA, 25 mH) 350 V 400 V 450 V
Vee sat (10 A, 250 mA) 18V 18V o
VcE sat (8 A, 150 mA) —_ e 1,8 V
V BE sat (10 A, 2560 mA) 2,5V 2,0 V —
Vae sat (8 A, 150 mA) — — 22 Vi
Vr (I = 10 A) 2,50V 256 V 25 -V
"Test functional (350 V, 7 mH) 8 A — —
Test functional (400 V, 7 mH) — 8 A 8 A
Rinj-c (TO: 3) 1°C/W 1°C/W 1°C/W
i 15 A iy A 15 A
Piot 150 W 150 W 150 W
1y 175°C 175 1752
i 15/BETA




Tranzistoare

Tchnica de realizare a circuitului de a-
prindere electronici (tehnologie hibrida sau
pe cablaj imprimat) determini montarea
structurii pe un suport de disipare (realizat
din cupru, de reguld) fie in capsule etanse
(TO 3 sau TO 66).

Structura tranzistorului BU 930 a fost rea-
lizata in tehnologie multiepitaxial RESURF
asigurindu-se astfel robustete ridicata la
strapungerea secundara si o buna fiabilitate,
prin pasivarea jonctiunii bazd colector cu
oxid termic. :

Module de putere

Principalii parametri electrici ai tranzis—
toarelor BU 930, 931, 932 sint prezentati
in tabelul alaturat. De asemenea este ilu-
stratd o aplicatie tipica pentru avest tip de
tranzistor. Este vorba de un formator de
impulsuri care elimind neajunsurile intre-
ruperii curentului mare din primarul bo-
binei de inductie cu ajutorul ruptorului. Cu
ajutorul acestui circuit s-a realizat un aparat
de testare functionald, 1000/, a productiei
de tranzistoare BU 930, 931, 932,

DUMITRU SDRULLA

INTEGRAREA — O NOUA TENDINTA IN ELECTRONICA
DE PUTERE

Mai putin spectaculoasa decit dezvoltarea
microelectronicii, dar cu tot atitea implicatii
tehnico-economice, a apdrut in ultimii ani
integrarea in domeniul electronicii de putere.

Noile tehnologii de realizare a dispoziti-
velor semiconductoare de putere (DSP) au
permis integrarea lor in module functionale
cu care realizarea actiondrilor de curent
continuu si alternator si a convertizoarelor,
cu puteri de pind la 150 kW, s-a simplificat
considerabil. In plus, utilizarea modulelor
de putere a permis scaderea substantiala a
volumului si pretului acestor aparate.

Pe plan mondial au fost realizate astfel
de module functionale de putere. continind
diode, tranzistoare, tiristoare, tiristor GTO
(Gate Turn-Off), unele din ecle avind inglo-
bate in structura lor si circuitele de co-
manda.

O caracteristicd foarte importanta a mo-
dulelor de putere este aceea ci baza lor,
care asigura contactul termic cu sistemul
de racire, este izolatd electric fati de ori-
care din terminalele ansamblului. Aceasta
permite utilizarea unui radiator comun pen-
15/BETA

tru toate modulele ce intrd in componenta
aparatului, care devine astfel mai mic, mai
usor si mai compact.
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Moduls de putere

De aproximativ 2 ani, LP.R.S. BANEASA
produce module cu diode si tiristoare, avind
curentul mediu redresat cuprins in gama
80...100 A si cu tensiuni de blocare de
pind la 1800 V.

In prezent in Sectia 2300 se afld in curs
de omologare astfel de module de puteri
foarte mari (diode si tiristoare avind cu-
rentul mediu redresat de 160...250 A, la
tensiuni de blocare de pind la 2300 V) in
capsula K 50. Aceasta este in prezent cea
mai mare capsuld utilizatd pe plan mondial
pentru module de putere. Sistemul a fost
proiectat si realizat in in‘tregime in Sectia
2300 si va permite incapsularea modulard
a structurilor de diode, tiristoare, tranzis-
toare si GTO de mare putere. Tabelul
prezintd performantele dispozitivelor cchi-
valente, realizate de 3 mari firme (Westing-
house, Brown Boveri si AEG) in capsule
similare. Modulele prezentate contin un an-
samblu de 2 diode, 2 tiristoare sau o com-
binatie de diode si tiristoare (normale sau
rapide) conectate dupd schemele din figura
alaturatd. Modulele realizate la I.P.R.S. BA-
NEASA in capsula K 50 au performante
electrice asemanatoare modulelor AEG, ele
fiind perfect compatibile din punct de ve-
dere mecanic.

Tranzistoarele de putere si tiristoarele
GTO incapsulate modular vor avea incor-
poratd si o dioda rapidéd, conectata electric.
Deoarece, din constructie, terminalele A si
K (respectiv C si K) sint adiacente, conec-
tarea diodei in antiparalel cu tiristorul GTO
sau tranzistorul, devine foarte simpla.

Seria de module de putere in capsula
K 50 se incadreaza constructiv in noile teh-
nologii de realizare a DSP. Structurile se-
miconductoare aliate pe contraelectrozi din
molibden, sint contactate electric si termic
prin presiune. Contactul electric optim se
Tealizeaza prin utilizarea {foliilor interme-
diare din argint, iar contactul termic prin

intermediul unor discuri ceramice cu rezis-

i3

tenfi termicd redusa. Acestea asigura tot-
odatd si izolarea electricd fatd de baza din
cupru a modulului. Presarea celor doua
structuri componente este independenta si
se realizeazd cu ajutorul a doud arcuri la-
melare. Tehnologia de contactare prin pre-
siune maéreste fiabilitatea dispozitivului fa-
cindu-l practic insensibil la oboseald ter-
micd. In plus, contactul direct dintre cone-
xiunile exterioare si structurd (fara serti-
zari intermediare), reduce pierderile de
putere, deci incdlzirea suplimentard a mo-
dulului.

Ansamblul structurilor, arcurilor, izola-
torilor electrici si conexiunilor este acoperit
de o carcasi realizata prin mulare, din ra-
sind epoxidica si umplutd cu o altd rasina
speciala, care asigura in final dispozitivului
o perfectd etanseitate si stabilitate la varia-
tiile de temperaturd si umiditate a mediului
ambiant.

A A A A
. Y 7 gz
b, Lo ]
2 L] Kpo—r ko
AK o Ao | Akg— AKX o
8 7, 0 AV
'
by o ' g
K j o—] Ky ——
Kk Kigee——} K Ke
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Schemele  electrice ale modulelor cu diode
si tiristoare
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Modul de putere cu tranzistor si diodd rapidd
(a) si cu GTO si diedd rapidd (b)
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Module de putere et

Din marea varietate de apliqatil in care
se utilizeazd modulele de (mare) putere
(punti redresoare comandate sau necoman-
date, mono si trifazate, invertoare, conver-
tizoare de frecventd ete.) vom prezenta aici
doud, semnificative pentru ilustrarea efici-
entei folosirii modulelor in practica. Figura
aldturata prezinta doud invertoare larg uti-
lizate in actionarile de curent altérnéltiv,
realizate integral cu moedule de putere din
seria prezentati. Careurile punctate din fi-
gurd reprezinti module funcfionale. Toate
modulele pot fi montate pe acelasi radia-
tor, dimensionat, evident, pentru a putlea
evacua puterea totald generatd in dispo-
zitivele active.

Apare acum clar avantajul utilizérii mo-
dulelor functionale ,integrate® asupra com-
ponentelor discrete ; volum si pret redus,

eficienta ridicata.

Schemele de principiu ale invertorului de

tensiune cu tranzistoare (a) si invertorului

de curent cu tiristoare (b) ambele realizate
in variantd modulard

L.
B kb

MILAN PELEANU -
MIHAI LUCA b.
Tiristor Dioda
: . Lyv VDRM . Visol Qs tg
Firma Tipul N / VRRM 3
(A) (}%M ) (kV) (uC) (us)

: _ TT, TD, DT 20 1600 2400 2,5 A 100 (tip)
WESINGUOUsE. @ ) 160 1600 2400 2,5  — 100 (tip)
s TT, TD; DE, 165 1600 1600 2,5 L 200 (tip)

DD (normale) 220 1600 1600 2,5 AL 200 (tip)
DD 250 —— 2500 3 — —
(normale) 260 - 1800 3 - —
DD 240 — 1400 3 250 - -
(rapide) 240 == 1000 3 120 —
AEG ) 170 1800 2000 3 L 250 (tip)
o hap 210 1800 2500 3 el 200 (tip)
(wermale) 250 1800 3 e, 250 (tip)
™ TH, DT 180 1300 1400 3 250 e
(rapide) 200 1300 1000 3 120 e
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Condensatoare

Dezvoltarea in tard a productiei de tiris-
toare de diferite tipuri, precum si extinde-
rea in industrie a actionarilor electronice a
impus utilizarea, pentru protectia tiristoa-
relor, a unor condensatoare cu performante
speciale. Aceste condensatoare, numite ,,pen-
1ru electronica de putere”, cuprind o gami
foarte largd de capacitdti si tensiuni gi sint
realizate pe plan mondial numai de fir-
mele SIEMENS si BOSCH.

Avind la bazd tehnologia MKV (Metall-
‘Kunststoff-Verlustam) care constd in utili-
zarea foliei de polipropilend (dielectric) si
‘a hirtiei metalizate pe ambele fete, im-
pregnati in ulei mineral (armaturi), s-au
realizat condensatoare pentru protectie ti-
ristoare aplicind, in acelasi timp, si o con-
-ceptie originald. Aceastd conceptie originald,
care face obiectul unui brevet de inventie,
constd in inscrierea, direct din bobinaj, a
mai multor condensatoare. Pentru aceasta
se utilizeazd ca arméituri ale condensatoru-
lui hirtie metalizati dublu fata eu benzi,
ca in figura alaturatd. Prin aceastd con-
structie se asigurad tensiuni inalte de func-
tionare, in curent alternativ si pierderi foarte
amici.

HIRTIE <_
MerALIZATA
PE ANBELE FETE

e T mIE
7 AE
- moctPmas-

LETA

Schita unui condensator HMPT

In prezent s-a realizat, in aceastd va-
riantd tehnologicd, gama de condensatoare
HMPT cu tensiunea nominali de 1400 Vea.
Aceste condensatoare au dat rezultate foarte
bune in exploatare la beneficiar (Electro-
putere — Craiova), care de altfel ne-a tri-
mis date comparative cu produse similare
de la firmele Bosch si Siemens. Din analiza
datelor rezulti evident competitivitatea con-
densatoarelor rtoménesti pe piata interna-
tionala.

In wviitor, gama condensatoarelor pentru
protectie tiristoare se va diversifica prin
asimilarea celor cu tensiunea nominald de
950 Vca si prin extinderea gamei de capa-
cititi la 1400 Vca. De asemenea avem in
perspectivd asimilarea unor tipuri de con-
densatoare pentru tiristoare GTO.

MAGDALENA GHEORGHITA

APARATURA ELECTRONICA DE CONTROL
NEDISTRUCTIV CU ULTRASUNETE

Controlul ultrasonic nedistructiv al mate-
rialelor este un mijloc relativ nou de veri-
ficare in care se pune in evidentd existenta
unor defecte ascunse in materialele testate.

In ultimele decenii aparatura de defecto-
scopie ultrasonicd a cunoscut o dezvoltare
deosebiti pe plan mondial datoritd diver-
sificarii si perfectiondrii posibilitatii de am-
plificare a semnalelor electrice precum gi
a componentelor din blocurile de prelucrare
clectronici a semnalelor. In tara noastra
fabricarca de echipament de control nedis-
tructiv cu ultrasunete se poate spune ca
.este un teren aproape neexplerat. Pind in
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prezent, problema a fost abordatid doar in
privinta constructiei de aparate mici, porta-
bile, cu un domeniu de lucru foarte restrins.
Avind in vedere necesititile industriei
noastre, care merge pe calea automatizarii
si a fabricdrii de produse de un tot mai
inalt grad de tehnicitate, incepind cu anul
1982 s-a pus problema constituirii unei
echipe de specialisti din cele mai diverse
domenii ale tehnicii care s asigure con-
structia unor instalatii industriale de control
nedistructiv cu ultrasunete si, in viitor,
constructia pe scard industriald a acestor
defectoscoape.




Aparate de control

Astfel sectia de ,,Aplicaii electronice®,
respectiv atelierul de proiectare 122, a abor-
dat cu mult curaj si profesionalism pro-
iectarea si executia aparaturii electronice
specificd si necesard acestor instalatii. Efor-
turile noastre s-au concretizat in realizarea,
in 1986, a doua sisteme electronice de con-
trol cu ultrasunete (SECU-01 si SECU 1420).

Metoda de control utilizatd in teate insta-
latiile ce se preconizeaza a fi realizate, avind
la baza canale standard de testare, este me-
toda prin impuls reflectat. Ea constd din
transmiterea, cu intermitentd, a unor vibra-
tii mecanice (unde ultrasonice) in piesa ce
trebuie examinatd. Vibratiile sint produse
de un generator de ultrasunete care nu este
altceva decit un traductor piezoelectric pe
bazi de titanat de bariu. In timpul de ticere
dintre doua emisii succesive de unde ultra-
sonice se receptioneazd, cu ajuforul acelu-
lasi traductor, undele care se fintorc din
piesa testatd. La aparitia unei suprafete de
separatie intre doud zonec cu impedanta
acustica diferitd (respectiv o zond de sepa-
ratie piesd-defect) o parte din energia ultra-
sonicd va fi reflectatd. Ea este transformata
de cdtre traductor in impuls electric care
mai departe este amplificat, redresat, filtrat,
evaluat ete.

Schema de principiu a unui canal de
testare este ilustratd in figura aldturatid. Un
canal de testarc este format din trei blocuri

electronice de baza : emitator, receptor,
monitor. Sisternele electronice de control cu
ultrasunete sint formate din combinatii de
canale de testare, configuratia sistemului
fiind dictatd de tehnologia de C(;ntl'ol adop-
tata de beneficiar.

Un astfel de sistem face parte dintr-o
instalatie fabricata in prezent la LAU.C.
si utilizata la controlul tablelor pentru ,Ga-

zoduct*,

DATELE TEHNICE ALE MODULELOR

1. Modulul emitator-receptor (M-ER)

Emitatorul

® Tensiuni de alimentare : 46 V, —12 V ;

117 V/30 Hz.
@ Sincronizare interna si externd : nivele
TTL, durata 4 ¢s.

® Un emitdtor poate pilota 8 unitati iden-
tice, functionind pe sincronizare externi.

@ Frecventa de repetitie a impulsului @

reglabila in plaja 500 Hz...10 KHz.

@ Parametrii impulsului de excitatie @

palpatorului sint reglabili de la comenzile

de pe pamoul frontal al modulului.

@ Timp de crestere a impulsului : <60 ns

(reglabil).
@ Durata : 50...500 ns (reglabila).
® Amplitudinea : 100. .. 300 V (reglabila).

T

efect \ Piesa controlafa
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|
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Schema de principiv a unui canal de testare cu ultrasunete
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Aparate de control

Receptorul

@® Tensiuni de alimentare : -6 V; =12 V.
® Sensibilitatea : min. 1600 ¢V
® Amplitudinea reglabild pind la 80 dB :
— brut: 0...70 dB in trepte de 10 dB
— fin: 0...10 dB in trepte de 1 dB.
@® Domeniul de frecventd comutabil in
doud trepte :
—(0.5 . 6
—= e e 12 VI
® Nivelul de rejecfie al zgomotului : re-
glabil, in domeniul 0...500/ din Indltimea
maxima a semnalului de iesire.
@ Tiltrarea semnalului, comutabila in
doud trepte cu posibilitatea inlaturarii fil-
trarii.

2. Monitorul : (M-M)

‘@® Nod de lueru :
— declansare de la impulsul de emisie
— declansare de la impulsul de ecou
— declansare poarta : reglabil continuu
reglaj fin — 4 ps. .. 65 us
reglaj brut — 45 us ... 4 ms
— latime poartd : reglaj continuu
reglaj fin — 04 ps...25us
reglaj brut — 20us . . . 2,2 ms.

@ Evaluare defect
2 nivele de semnalizare reglabile, in

lrepte, in intervalul 0 ... 1000/,
semnalizare opticd prin LED

® Icsire analogici — de semnalizare de-
feetil.: 5.5 V. <
@ lesire logicd —— de semnalizare defect

prin optocuplor (5 V).

® Iesire pentru inregistrare : 0...8 V.

Modulul ER si modulul M functioneaza
conectindu-le intr-un cadru cu sursd carc
asigurd : fixarea mecanica ; furnizeaza ten-
siunile de alimentare ; asigurd interconecta-
rea modulelor si realizarea configuratiei do-
rite, pentru canalul de testare.

Colectivul de proiectare isi propune asi-
milarea unor noi module, care sa comple-
teze functiile modulelor ER si M si, totodata,
sa ldrgeasca gama de aplicatii a sistemelos
electronice de centrol cu ultrasunete.

De asemenea, avem in vedere realizarea
unui defectoscop portabil cave =a utilizeze
moedule standard in configuratiile solicitate
de beneficiarii nostri, acoperind astfel o
gama foarte larga de aplicatii in domeniul
controlului nedistruetiv cu ultrasunete.

ANDREEA MARTIAN
VASILE PETRIA

FLUIDE DE INALTA PURITATE, UTILITATI SI REPARATH
PENTRU TEHNOLOGII DE VIRF

Rindurile pe care le astern acum, sint meni-
te a prezenta munca mai putin cunoscutd a
celor care, de la pupitrul de comanda, prin
interventii prompte si competente in insta-
latiile de producere sau utilizator, asigura
zilnic pentru ,,Silicon Forest* : 180 Nm’/h
hidrogen, 420 Nm“/h azot, 30 Nm’h oxigen,
1400 Nm*h aer uscat, 1400 Nm’h aer in-
dustrial, 50 m*h api deionizatd, amestecuri
de azot hidrogenat, argon hidrogenat, cirea
100 m*h ape reziduale tratate, 1,4 t/h abur
industrial, 510 Geal/n si 100 m*h apa
potabila din pinza freaticd, distribuite prin
intermediul a circa 50 km de teava si 31
de purificatoare locale.

Ce am reusit si realizdm in acesti ani?

In primul rind un colectiv bine pregitit
profesional, tenace, prompt in interventii,
care stie s evalueze corect situatiile si care
a finteles cd de munca sa depinde viata
intreprinderii, a platformei.

Am reusit sd producem fluide cu puritate
de 5 de noua% (99,999999/) si asimilam in
tard un numdr apreciabil de piese de schimb,
54 montédm si sd punem in functiune uti-
laje si instalatii cu grad mare de tehnicitate
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(statiile de fluide de la I.P.R.S. BANEASA,
statiile de apd deionizatda de la L.P.R.S., Mi-
croelectronica, I.AM.N. si I.C.E. — utimele
doud proiectate si realizate la noi), s-au
intocmit documentatii pentru lucrul cu gaze
sub presiune, sa repardm utilaje complexe

" care conditionau bunul mers al fabricii.

Mecanicul sef sau ,cenusareasa“ fabricii
a stiut totdeauna si rezolve probleme ce
pareau insolubile, in liniste, de multe ori
duminicile si in sarbatorile legale, astfel ca
platforma sd nu sufere din cauza unor po-
sibile intreruperi.

Desigur mai avern mult de lucru. Viitoa-
rele dezvoltdri ale fabricii pornesc de la pre-
misa cid multe lucrdri de constructii montaj
vor fi realizate de colectivul nostru.

Sperdm, de asemenea, ca pina la sfirsitul
acestui cincinal sa recusim urmadrirea, prin
intermediul unui sistem de achizitie de date,
a circa 1000 de parametri, ceea ce va per-
mite dispecerului energetic si dirijeze de
la pupitru intreaga asigurare cu utilitati si
energie a platformei.

SORIN AXINTE
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Tehnologii de incansuing:

NOI CAPSULE $I TEHNOLOGIH DE INCAPSULARE
REALIZATE LA L P. R. S. BANEASA

Abordarea unor tipuri noi de capsule si
modernizarea cclor existente, confera intre-
prinderii noastre posibilitatea diversificarii
productiei si adaptidrii la cerintele actuale
ale pietii, a scaderii ponderii unor materiale
metalice si ceramice deficitare in tarid, pre-
cum $i a cresterii productivitdtii muncii.

Noile capsule pentru diode si tiristoare in
plastic cu functionare pinid la 500 A, T' 20 P,
T 30 P (deja realizate) si T 35 P (in curs
de realizare in acest an), permit eliminarea
semicapsulelor din ceramica aluminoasa pro-
curate in prezent din import si o ieftinire
masiva a pretului de cost al acestor pro-
duse. Mentionam ca aceste capsule au fost
proiectate si finalizate practic in acelasi
timp cu firma AEG — Telefunken, astfel
incit sintem probabil singurii furnizori po-
tentionali pe EST.

Puntile monofazate de 1...3 A precum si
puntea de excitatie 4 PT 2, produs realizat
special pentru export, au fost reproiectate
pentru o tehnologie de montaj pe grila si
de incapsulare in rasini epoxidice, tehno-
logic aliniatd la tendintele actuale pe plan
extern. Cresterea calitativd evidenti a pa-
rametrilor electrici datoriti disipatiei supe-
ricare este insotitd de importante economii
de cupru, sciderea manoperei si cresterea
randamentelor de montaj.

Grila TO 220 din alamd a fost reproiec-
tatd folosind ca material cuprul in 4 va-
riante noi. S-a t{inut seama de cresterea

Automatizari

Capsula T 30 P

disipatiei, de aria de montaj a structurii si
de rigiditatea ansamblului, siguranta asam-
blarii radiatorului cu terminalele, posibili-
tatea unor acoperiri chimice diferite a radia-
torului si terminalelor, precum si cresterea
randamentelor de montaj.

Aplicind tipizarea practicati in prezent si
de alte firme pentru acest tip de grile, grila
radiator devine comunid pentru o intreaga
familie la fel si SDV-urile costisitoare pen-
tru incapsulare, separare, pliere.

Pe linga grilele pentru diode, tiristoare si
tranzistoare cu terminale lipite, apar grilele
folosite la tehnologia de suduri prin ultra-
sunete pentru tranzistorii de putere in
plastic, precum si grilele cu 5 terminale
necesare abordérii circuitelor integrate audio
de putere.

Este posibild in viitor abordarea grilelor
de putere de 9, 11, 15 terminale.

RADU VIMER

KIT DE CONVERSIE — COBILT

O realizare de ultimi ord a colectivului
de proiectanti din cadrul atelierului de pro-
lectare tehnologii si autoutilare o reprezinta
wKitul de conversie COBILT*. Este vorba
de automatizarea operatiilor de sudurid fir
aur, la masinile din atelierul de montaj
circuite integrate, masini la care in prezent
aceste operatii se fac manual, pas cu pas.

Ansamblul contine un ecalculator HC 85,
un monitor monocrom cu diagonala 31 om,
un manipulator, o interfatd de comandi si
masina de lucru. Prin intermediul clavia-
turii calculatorului s$i al manipulatorului,
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operatoarea programeazd operatiile pe care
le va face masina, urmérind pe monitor
corectitudinea  instruciiunilor transmise.
Dupd aceastid activitate operatoarea face
reindexarea in pozitia de plecare si la co-
manda de START.

Pe fiecare masind, astfel automatizati, se
poate ajunge la o crestere de randament
de aproximativ 500/. Activitatea de lucru
nu mai este atit de obositoare, putind rula
la microscop operatori cu indeminare mica
si medie.

EUGEN VRABIE
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LABORATORUL DE PSIHOLOGIE — ERGONOMIE de la
LP.R.S. BANEASA cste, la ora actuald, in-
cadrat cu personal de specialitate, dispune
de un spatiu amenajat adecvat, de meto-
dologia si instrumentarul necesar, are in
intreprindere un statut bine conturat si se
bucuri de un prestigiu meritat.

Obicctivul central al activitatii laborato-
rului vizeazd constituirea unui sistem com-
plex si eficient al interventiei psihologice
stiintifice in directia unei cit mai bune
adaptiri intre om si muncd in industria
fabricirii componentelor electronice.

Activitatea de selectie si repartizare pro-
fesionald nu se rezuma numai la incadrarea

operatorilor de componente electronice ; se
realizeazi, tot cu caracter de obligativitate :

® cxaminarea psihoaptitudinald a tuturor
mmuncitorilor care lucreazd pe locuri de
munca ce intrd sub incidenta Decretului
nr. 400/1981, pentru care se foloseste o ba-
terie speciald, de securitate | " .

@ cxaminarea psihoaptitudinala pentru
sneadrarea in serviciul CT.C. ;

@ cxamindri psihoaptitudinale  pentru
numirea in functiile de sef de echipa si
maistru (in contextul unei examindri mai
ample, cuprinzind si probe de cunostinte) ;

® investigarea psihologicd complexa a in-
ginerilor si altor cadre cu pregatire supe-
rioard.

Examinind evolutia categoriilor profesio-
nale studiate de psihologia muncii indus-
triale se poate afirma ca existd un feno-
men de deplasare a zonei de interes de la
muncitorii manuali cdtre operatorii de ma-
sini complexe, cidtre maistri, ingineri, cco-
nomisti in calitate de cadre de conducere.

In acest context se inscrie si ultima lu-
crare de amploare realizata in cadrul Labo-
ratorului, la cererea conducerii M.LEt., vi-
zind ,Investigarea disponibilititilor pentru
activitatea de conducere in cercetare (de-
cembrie 1986).

GARBIS OHANESIAN

9

CABINETUL DE PROTECTIA MUNGH cste un com-
plex de instruire si verificare a cunos-
tintelor profesionale si aptitudinilor psiho-
individuale ale personalului din intreprin-
dere. Activitatea cabinetului se desfdsoard
pe baza programelor lunare, care cuprind
instructajele pentru angajare, pentru instru-
irea si testarea conducatorilor locurilor de
muncd, pentru personalul care urmeaza
cursuri de polificare. Dotarea cu mijloace
mederne, specifice unui invatamint intensiv,
dau posibilitatea desfasurdrii unei activitati
de instruire eficientd pe linie de protectia
muncii si P.S.I. Pe lingd mijloacele audio-
vizuale existente in comert, care se gisesc
in orice cabinet de protectia muncii, prin
efort propriu s-au proiectat si executat pe
plan local panouri electronice de testare si
invitamint intensiv, care au fost apreciate
de Ministerul Muncii si M.LEt., fiind reco-
mandate ca model pentru toate cabinetele
de protectia muncii.

GHEORGHE GHERASIM




INVENTII — INOVATII

Dezvoltarea impetuoasd a tehnicii contem-
porane a pus in fafa cercetarilor, proiectan-
tilor, inginerilor, sarcina de a transpune in
viata, rapid si eficient, cele mai noi cuceriri
din domeniu, adaptate la conditiile specifice
intreprinderii, Traim un timp care ne obliga
la creatie. Creatia tehnica i cercetarea sti-
intificd are inalta rdspundere de a fi avan-
garda progresului tehnic, de a elabora ceca
ce este necesar infaptuirii obiectivelor de
dezvoltare intensivd a tuturor sectoarelor
economiei.

In anul 1967 se inregistra la O.S.I.M. pri-
ma cerere de brevet de inventie depusd de
I.P.R.S. BANEASA. Astizi, numarul cereri-
lor de brevet de inventie depuse la O.S.1.M.
se ridica la aproximativ 110, din care apro-
ximativ 80 sint deja inventii brevetate.

Numiérul inovatiilor inregistrate la I.P.R.S.
BANEASA se ridicd la aproximativ 180, iar
eficienta economica obtinuta in urma apli-
cirii acestor inventii si inovatii, la peste
330 mil. lei.

Numai in anul 1986 s-au depus la Q.S.LM.
25 cereri brevet de inventie, 44 cereri ino-
vatie, s-au primit 5 hotariri de acordare
brevet de inventie si 43 certificate inovator.

Ca o recunoastere internationald a capa-
citatii novatoare a creatiei noastre iehmice,
in noiembrie 1985, la Plovdiv in Bulgaria,
la Expozitia mondiala a tinerilor inventa-
tori, I.P.R.S. BANEASA a primit Premiul I

si Medalia de aur pentru inventia ,,Procedeu
de realizare a tranzistoarelor MOS de pu-
tere®, autori ing. Sdrulla Dumitru, ing.
Georgescu Sorin, ing. Dunca Tudor si fiz.
Ghita Ion.

La nivel national, IL.P.R.S. BANEASA a
participat si partieipd, prin reprezentantii
ei, la simpozioane, sesiuni de comuniciri
stiintifice, saloane de inventii. Standul si
lucrarile prezentate s-au bucurat de un deo-
sebit interes din partea specialistilor, s-au
obtinut premii si mentiuni.

@ la Salonul de inventil si inovatii Bacau :
Diploma O.S.I.M.-U.G.S.R. pentru contribu-
tia adusa la stimularea activitatii de creatie
stiintificd in unitdfile economice din judetul
Bacdu ;

@ Jla Salonul de inventii si inovatii Sibiu :
un premiu special U.T.C. si Premiul Special
al O.S.I.M. pentru activitatea desfasurata
in domeniul inventiilor si inovatiilor ;

@ ]a Salonul de inventii si inovatii Iasi:
doua premii speciale ale C.J.S.-Iasi, un pre-
miu IIT si o mentiune ;

@ la Salonul de inventii si inovatii Rm.
Vileea : un premiu II, un premiu III $i un
premiu special al C.J.S.-Rm. Vilcea.

Avind in vedere rezultatele obtinute pini
in prezent, sintem hotariti sd actiondm in
continuare, pentru a demonstira ca inventi-
vitatea se poate dezvolta cel mai armonios
in mijlocul productiei. Stim cd bucuria de
a crea, vine din actiune, din marile incer-
cari, din efort — si nu din succes.

DANA NICOLAESCU

OFICIUL DE CALCUL

In toamna anului 1973 s-au pus bazele
activitatii de informatici in cadrul LP.R.S.
BANEASA, in urma incheierii unui con-
tract intre intreprinderea noastra si Insti-
tutul Central pentru Conducere si Informa-
ticd. In acea vreme am pornit practic de la
zero. neexistind nici o experientd in acest
domeniu.

Astdzi Oficiul de Calcul are in dotare
un calculator de medie capacitate FELIX
(C-1024, doua minicalculatoare CORAL 4030
si 35 terminale. De asemenea este in curs
de realizare o retea industriald de tele-
comandi. In acest moment nu existd dome-
niu de activitate in care informatica sa nu-$i
spuna cuvintul. Abordarea sistematica a
activitatii de informatici a condus la elimi-
narea paralelismelor si la reducerea substan-
tiala a numarului de purtatori de informa-
tie, contribuind la cresterea eficentei acti-
vitatii productive in I.P.R.S. BANEASA.

SEBASTIAN SARARU
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